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Auf den Bescheid vom 13.10.2004: 

Es wird ein neuer Anspruch 1 vorgelegt, der dem weiteren Prufungsverfahren zugrunde 
gelegt werden soil. 

Der neue Anspruch 1 enthalt zum einen Bezugszeichen zu den Figuren und zurm ande- 
ren das Merkmal: 

„ein Stromkanal, der u-und/oder maanderformig ist". 

Dieses Merkmal ist aus keiner der Entgegenhaltungen bekannt und wird auch durch 
keine Entgegenhaltung nahe gelegt. 

Bekannt sind u-formig einander umschlieftende Jnterdigitale" Anordnungen von Elekt- 
roden, bei denen eine Elektrode die andere u-formig umschlieftt und dabei mit gleicher 
Spannung betrieben wird, wie die des benachbarten Transistors, so dass keine Leck- 
strome entstehen. Dies ist beispielsweise in der US 6,362,509 B1 offenbart. 

Nirgends wird jedoch ein u-formiger und/oder maanderformiger Stromkanal gezeigt o- 
der nahe gelegt, so dass dieses Merkmal die vorliegende Anmeldung deutlich gegen- 
uber dem Stand der Technik abgrenzt. Zum anderen bringt dieses Merkmal einen ent- 
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scheidenden Fortschritt gegenuber dem beispielsweise aus der US 6,362, 509B1 be- 
kannten organischen Feldeffekt-Transistor OFET), weil er die Breite der aus vorwie- 
gend organischem Material gebildeten Elektrode (Source und/oder Drain) deutlich stei- 
gert, was sich wiederum positiv auf den Leiterbahnwiderstand und damit die Schaltge- 
schwindigkeit des OFETs auswirkt. 

Es wird somit gebeten, der positiven Beurteilung dieses Patentbegehrens naher zu 
treten. Eventuell noch besehende Unklarheiten konnten hierbei im Rahmen eines von 
unserer Seite kurzfristig ansetzbaren telefonischen interviews geklart werden. 
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Neuer Patentanspruch 1: 

Organischer Feldeffekttransistor (OFET), zumindest eine erste 
Eiektrodenschicht mit Source- und Drain-Elektroden (1,2 und 5,7), eine 
halbleitende Schicht, eine Isolatorschicht und eine zweite Eiektrodenschicht 
(8 und 13) umfassend, bei dem in der ersten Eiektrodenschicht eine der 
Elektroden, Source oder Drain die jeweils andere bis auf eine Seite Oder 
Stelle, die Anschlussseite oder-stelle dieser Elektrode, 2-dimensional 
umschlieftt, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

ein u- und/oder maanderformiger Stromkanal (3,6) in der halbleitenden 
Schicht ausbildbar ist, der an einer Seite einer Elektrode der ersten 
Eiektrodenschicht beginnt und endet. 



